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1. はじめに 

 有機電界効果トランジスタ (OFET) の性能向

上にはトラップ準位の制御が重要となるが、OFET

のキャリア輸送とトラップ準位との関係には不明な

点が多い。本研究では、応用上重要となる多結晶

有機半導体薄膜を用いた OFET のキャリア輸送

機構を明らかにする事を目的とし、可溶性低分子

半導体ジオクチルベンゾチエノベンゾチオフェン 

(C8-BTBT)[1]を用いた塗布型 OFET の電界効果

移動度の温度依存性を評価した。 

2. 実験 

  実験に用いた素子には、高移動度と高動作安

定性を実現できるトップゲート型 C8-BTBT FET 

[2]を用いた。Cr/Au ソース/ドレイン (S/D) 電極を

有するガラス基板上に C8-BTBT 層及び CYTOP

絶縁膜をスピンコート法で順に成膜した後、Al ゲ

ート電極を真空蒸着により形成した。作製した素

子の FET 特性を低温真空プロ―バを用いて 300 

Kから 10 Kの温度範囲で測定した。 

3. 結果及び考察 

 図 1に異なるチャネル長Lを有する素子の電界

効果移動度の温度依存性を示す。長チャネル素

子 (L=250 m) の移動度は室温から 200 K程度

までは典型的なアレニウス型の温度依存性を示

すが、更に温度が低下すると移動度は緩やかに

減少することが分かった。また、短チャネル素子 

(L=25 m) では、S/D 電極間の電界強度の増大

に由来した移動度増加が特に低温領域で顕著に

なることが分かった。この様な短チャネル素子に

おける大幅な移動度増加は高移動度ポリマー

OFET においても近年見出されており[3]、多結晶

OFET の低温領域におけるキャリア輸送が主にホ

ッピングによって行われる事を示している。 

 キャリア輸送に関する更なる知見を得るため、長

チャネル素子において線形移動度の S/D 電界強

度依存性を測定した (図 2)。移動度は室温から

200 K程度までは殆ど電界依存性を示さないが、

それ未満の温度では電界依存性が現れ始め、図

１の結果との相関が見られた。室温近傍での振る

舞いは C8-BTBT 膜の高い結晶性に由来したもの

であると考えられる。即ち、低温領域でのキャリア

輸送が有機半導体に典型的なホッピングによって

行われるのに対して、室温近傍では無機多結晶

半導体と同様な結晶粒界でのキャリア捕獲、熱放

出によるキャリア輸送が支配的になる事を示唆し

ている。 
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Fig. 1. Temperature dependence of field-effect mobility 

of solution-processed top-gate C8-BTBT FETs.  
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Fig. 2. Source-drain electric field dependence of 

field-effect mobility at different temperatures in 

solution-processed top-gate C8-BTBT FETs (L=250 m).  
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